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Uklad do skracania czasu przelaczania przerzutnika zwlaszcza
tranzystorowego przerzutnika dwustanowego

1 .

Przedmiotem wynalazku jest uklad do skracania
czasu przelgczania przerzutnika zwlaszcza tranzys-
torowego przerzutnika dwustanowego, dla zwigk-
szenia granicznej czestotliwoSci jego dziatania.
Wynalazek znajdzie zastosowanie w ukladach li-
czacych oraz formujaeych impulsy.

Znany przerzutnik dwustanowy przedstawiony
na fig. 1 rysunku zawiera pracujace w ukladzie
wspélnego emitera tranzystory T1, T2, typu pnp.
W szereg z wejSciowymi sprzegajacymi kondensa-
torami C1, C2, wlaczone sa diody bramkujace D1,
D2. Jako diody zabezpieczajgce bazy tranzystoréw
wlaczone s3 diody D3, D4. Diody D5, D6 dolgczono
do dzieldikéw oporowych RI, R2 i R3, R4, zabez-

pieczajg tranzystory przed nasyceniem. Jako wew- -

netrzne pojemnoS$ci sprzegajace wilaczone sg kon-
densatory C3, C4. Oporniki obciazenia R5, R6, po-
lagczone sa z ujemnym biegunem napiecia pracy
— Ul, za§ dodatni biegun napiecia zatykajgcego
+ U2, dolaczony jest do opornikéw R7, RS8. Po-
nadto wystepujag pojemnosSci miedzyelektrodowe
tranzystor6w: pojemno$§¢é emiter-baza Cebl i Ceb2
na wejSciu i kolektor-baza Cebl i Ccb2, na wyj-
$ciu przerzutnika. .

Czas przelgczania przerzutnika ograniczony jest
stalg czasu, ktéra daje si¢ regulowaé tylko do
granicy narzuconej przez parametry wtasne ukla-
du. Pojemno$ci emiter-baza oraz kolektor-baza li-
mitujg wielko§é pojemnoS$ci sprzegajacych. Zwigk-
szanie czestotliwo$ci przelgczania powyzej tej gra-
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nicy powoduje zmiane punktu pracy przerzutnika,
uniemozliwiajagcg dalsze jego dziatanie.

Znany jest rowniez uklad przerzutnika z tranzy-
torami dodatkowymi w ukladzie wtérnikéw emite-
rowych. Uklad ten powoduje poprawe parametréow
wyjSciowych przerzutnika lecz nie poprawia pa-
rametréw wejsciowych.

Celem wynalazku jest zmniejszenie wplywu po-
jemno$ci wlasnych ukladu przerzutnika, a co za
tym idzie zmniejszenie stalej czasu, za§ zadaniem
wynalazku jest opracowanie odpowiedniego ukladu
elektrycznego dla osiggniecia tego celu.

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie
ukladu do skracania czasu przelgczania przerzut-
nika zwlaszcza tranzystorowego przerzutnika dwu-
stanowego, ktéory ma wlaczone réwnolegle do opor-
nikéw obcigzenia dodatkowe tranzystory, tym’ zna-
miennego, ze emitery dodatkowych tranzystoréw
sa polaczone poprzez oporniki z wlaczonymi réw-
nolegle do wejSciowych sprzegajacych kondensatb-
réw diodami. Diody te posiadaja czas przelaczania
znacznie dluzszy, niz pozostale diody i tranzystory
ukladu. .

Wynalazek zostanie blizej obja$niony w przy-
kladzie wykonania na schemacie ideowym przed-
stawionym na fig. 2, gdzie odpowiadajace sobie
elementy z fig. 1 i fig. 2 zostaly jednakowo ozna-
czone i maja takie samo dzialanie.

W przedstawionym na fig. 2 schemacie w wy-
konaniu dla tranzystoréw typu pnp, dioda D7 jest
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wlaczona réwnolegle do wejéciowego sprzegajace-
go kondensatora Cl, za§ dioda D8 rownolegle do
wejSciowego sprzegajacego kondensatora C2. Dioda
D7 jest polgczona poprzez opornik R9 ograniczajg-
cy prad z emiterem dodatkowego tranzystora T3,
wlaczonego réwnolegle do opornika R5 obcigZenia
tranzystora TI1, za$§ dioda D8 poprzez opornik R10
z emiterem dodatkowego tranzystora T4, wilaczo-
nego rownolegle do opornika R6 obcigzenia tran-
zystora T2.

Wiaczone w obwody emiter-baza tranzystoréw
"T3, T4 diody D9 i D10 zabezpieczaja bazy tranzys-
toréw przed dodatnimi impulsami.

WyjScie przerzutnika Wy polgczone jest z emi-
terem dodatkowego tranzystora T3, za§ wyjscie
wewnetrzne, punkt polaczenia kondensatora C3 i
opornika R1, z emiterem dodatkowego tranzysto-
ra T4.

Dodatkowe tranzystory T3 i T4 sg typu impul-
sowego, za$§ czas przelgczania diod D7 i D8 jest
znacznie diuzszy, niz pozostalych’ diod i tranzysto-
réw ukitadu, bedgcych typu impulsowego, dzieki
czemu diody D7, D8 programujg dzialanie wtor-
nikéw emiterowych w sposéb umozliwiajacy przy-
spieszone rozladowanie pojemno$ci wejSciowych
w pierwszej fazie przerzutu.

Dziatanie ukladu wedlug wynalazku jest naste-
pujace.

Uklad znajduje si¢ w jednym ze stanéw stabil-
nych do pojawienia si¢ impulsu. Zakladamy, ze
przewodzi tranzystor T1, za§ tranzystor T2 jest
zatkany. Baza tranzystora T1 polaryzowana jest
napieciem ujemnym z emitera dodatkowego tran-
zystora T4 poprzez kolektor tranzystora T2.

W tym czasie dodatkowy tranzystor T3 jest zat-
kany, natomiast przewodzi dodatkowy tranzystor
T4 i przez diode D7 plynie niewielki prad, za$
przez diode D8 plynie maksymalny prad wyzna-
czony wartoSciag opornika R10. Baza tranzystora
T1 ma niewielki potencjal ujemny, za§ baza tran-
zystora T2 ma niewielki potencjal dodatni. ponie-
waz w chwili przewodzenia tranzystora T1 jest
polaryzowana z wtérnika emiterowego ktéry sta-
nowi dodatkowy tranzystor T3, niewielkim napie-
ciem ujemnym, oraz poprzez opornik R8 napieciem
+ U2, Na diodzie D8 ustala sie niewielkie napiecie
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ujemne, a w zwigzku z tym dioda D2 spolaryzo-
wana jest w kierunku zaporowym. Dioda DT,
przez ktéra plynie niewielki prad ma napiecie blis-
kie zeru, za tym dioda D1 jest spolaryzowana w
kierunku przewodzenia.

‘Dodatni impuls przychodzgcy na wejScie ukladu
We, przechodzi poprzez diode D1 blokujgc tran-
zystor T1, na ktérego kolektorze ma byé napie-
cie i poprzez wtérnik T3 i oporniki sprzegajace
R3, R4 oraz poprzez kondensator C4 przenosi sie
na baze tranzystora T2. Pojemno§¢é C1 zostanie
rozladowana, przy czym nastgpi gwaltowny wzrost
pradu dodatkowego tranzystora T3. Poniewaz dio-
da D7 ma dlugi czas przelaczania, prad plynacy
przez opornik R9 od wtérnika T3 najpierw roz-
laduje wejsciowy kondensator sprzegajacy Cl, a
po tym poplynie dopiero przez diode D7 (po cza-
sie przelaczenia diody D7, ktéry jest dluzszy od
czasu rozladowania kondensatora C1).

Impuls dodatni wchodzgec na wejSciowy kon-
densator sprzegajacy C2, taduje go dodatnio, lecz
kondensator ten jest bardzo szybko roziadowywa-
ny duiym pradem plynagcym przez dodatkowy
tranzystor T4.

W przypadku zastosowania tranzystoréw typu
npn, nalezy zmieni¢ ustawienie diod w ukladzie.

Dzieki zastosowaniu ukladu wedlug wynalazku,
umozliwione zostalo co najmniej dwukrotnie zwiek-
szenie czestotliwo$ci pracy przerzutnika.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad do skracania czasu przelaczania prze-
rzutnika, zwlaszcza tranzystorowego przerzut-
nika dwustanowego, ktéry ma wilaczone réw-
nolegle do opornikéw obcigzenia dodatkowe
tranzystory, znamienny tym, ze emitery dodat-
kowych tranzystoréw (T3, T4) s polgczone po-
przez oporniki (R9, R10) z wilaczonymi réwno-
legle do wejsciowych sprzegajacych kondensa-
toréw (Cl, C2) diodami (D7, D8), czas przela-
czania ktérych jest znacznie diuzszy, niz pozo-
statych diod i tranzystoréw uktadu.

2. Uklad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze za-
wiera diody (D9, D10) wlaczone w obwéd baza-
-emiter dodatkowych tranzystoréow (T3, T4).

.
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